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I. Basis of the report 



I . With regard to the elements of the international application:* 
I [ the international application as originally filed 

the description: 

pages 1-19 

pages 

pages 



. as oricinallv filed 



. filed with the demand 



, filed with the letter of 



the claims: 

pages 

pages 

pages 

pages 



. as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 1 9 

. filed with the demand 



1-8 



. filed with the letter of 



the drawings: 

pages 

pages 

pages 



1/9-9/9 



01 October 2001 (01.10-2001) 



. as originally filed 



, filed with the demand 



. filed with the letter of 



| ) the sequence listing part of the description: 

pages 

pages 

pages 



. as originally filed 



. filed with the demand 



, filed with the letter of 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is. 

| 1 the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 
I | the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

1 1 the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

[ 1 contained in the international application in written form. 

1 1 filed together with the international application in computer readable form. 

I 1 furnished subsequently to this Authority in written form. 

I | furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

1 1 The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 

international application as filed has been furnished. 
1 1 The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 

been furnished. 

4. The amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages 

1 1 the claims, Nos. 

1 1 the drawings, sheets/fig 



□ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as 'originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 
and 70 J 7). 

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item J and annexed to this report. 
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Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 
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1-8 



YES 
NO 
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NO 
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2. Citations and explanations 



1. The combination of the method steps defined in 

Claim 1 cannot be derived from the known prior art . 

Neither D1-D3 nor the other documents cited in the 
search report in any way point towards the discovery 
of the use of a sacrificial contact. 

Accordingly, Claim 1 meets the requirements of PCT 
Article 33(1), (2) and (3). 



Claims 2-8 relate to advantageous developments of 
the main claim. 
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The following defects in the form or contents of the international application have been noted: 



1. Contrary to PCT Rule 5.1(a) (ii) , the description 
does not cite Dl to D3 or indicate the relevant 
prior art disclosed therein. 

2 . The features of the claims are not provided with 
reference signs placed between parentheses (PCT 
Rule 6 .2 (b) ) . 
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VIII. Certain observations on the international application 



The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully 
;upported by the description, are made: 

1. it follows from the description on page 16, line 16 

to page 17, line 13 that the position of the 
sacrificial contact between the gateways is 
essential for definition of the invention - see in 
particular page 17, lines 9-13. 



Since the independent Claim 1 does not define this 
position, it fails to satisfy the requirement of PCT 
Article 6 in combination with PCT Rule 6.3(b) that 
each independent claim must contain all technical 
features that are essential to definition of the 
invention . 



2. The examples of embodiments described on pages 8-14 
and shown in Figures 1-12 do not come under the 
present claims. This inconsistency between the 
claims and the description gives rise to uncertainty 
relating to the subject matter for which protection 
is sought and, as a result, the claims are not clear 
(PCT Article 6) . 
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(57) Abstract: The inventive metfo 
be significantly increased. The 
^ the second area (9) of the semicon< 
O created. This means that is no su] 

OThe space that has been saved can 
^ one another. 



(vantage that the integration density, for example in the memory cell field (9), can 
cterised in that the formation of the contacts (17) for the source/drain regions in 
s takes place or is prepared at a time before all the spacers (12, 13, 18) have been 
> creation of spacers in the memory cell field, thus saving space on the surface of the chip. 
, for example, to arrange the gate tracks in the memory cell field in closer proximity to 
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Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen 
Abkiirzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on 
Codes and Abbreviations") am Anfangjeder regularen Ausgabe 
der PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Die erfindungsgemassen Verfahren besitzen den Vorteil, dass die Integrationsdichte beispielsweise im 
Speicherzellenfeld (9) deutlich erhdht werden kann. Durch das Merkmal, dass die BOdung der Kontakte (17) zu den Source/Drainge- 
bieten im zweiten Bereich (9) des Halbleitersubtrats zu einem Zeitpunkt vorgenommen bzw. vorbereitet wird, an dem noch nicht alie 
Abstandstucke (12, 13, 18) (Spacer) erzeugt worden sind, kommt es zu keiner unnotigen Spacer-Erzeugung in dem Speicherzellen- 
feld, wodurch sich Chipflache einsparen lassL Die eingesparte Flache kann beispielsweise dazu genutzt werden, urn die Gatebahnen 
im Speicherzellenfeld enger anzuordnen. 
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Beschreibung 

Verfahren zur Herstellung integrierter Halbleiterbauelemente 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur 
Herstellung eines integrierten Halbleiterbauelements . Die 
vorliegende Erfindung betrifft insbesondere ein Verfahren zur 
Herstellung eines integrierten DRAM oder embedded DRAM- bzw. 
embedded SRAM-Halbleiterbauelements . 

Ziel vieler Entwicklungen in der Mikroelektronik ist es, 
die Kosten, die zur Realisierung einer bestimmten elektroni- 
sche Funktion aufzuwenden sind, standig zu senken und somit 
die Produktivitat kontinuierlich zu steigern. Der Garant ftir 
die Produktivitatssteigerung in den letzten Jahren war und 
ist dabei die standige Strukturverkleinerung der Halbleiter- 
bauelemente. Insbesondere Feldef f ekttransistoren werden stan- 
dig verkleinert und in integrierten Schaltungen mit hochster 
Packungsdichte angeordnet . 

Urn ihre Funktion erftlllen zu konnen, mussen Feldeffekt- 
transistoren mit anderen Feldef f ekttransistoren und mit der 
AuBenwelt verbunden werden. Dazu mussen Kontakte zu den Dif- 
fusionsgebieten der Transistoren erzeugt werden. Bei Verfah- 
ren zur Herstellung von Logikschaltungen werden beispielswei- 
se durch eine Phototechnik und eine Atzung Kontaktlocher zu 
den Dif fusionsgebieten der Transistoren erzeugt. Da diese 
Kontaktlochbildung in der Regel nicht selbst justiert durchge- 
fuhrt wird, muB ein hinreichend groJier Sicherheitsabstand 
zwischen der Gatebahn und dem Kontakloch eingehalten werden, 
was sich natiirlich negativ auf die Integrationsdichte aus- 
wirkt. 

Bei Verfahren Herstellung von DRAM-Halbleiter- 
bauelementen werden in der Regel selbst justierte Kontakte er- 
zeugt. Dabei werden iiblicherweise Kontaktlocher in eine zwi- 
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schen den Gatebahnen abgeschiedene BPSG-Schicht geatzt. Nach- 
folgend werden diese Kontaktlocher mit einem leitf ahigem Ma- 
terial aufgefullt, so daii eine leitfahige Verbindung zustande 
kommt . 

Die Erzeugung dieser Kontaktlocher wird jedoch mit fort- 
schreitender Strukturverkleinerung iminer schwieriger. Bei mo- 
dernen Feldef f ekttransistoren werden an den Seitenwanden der 
Gatebahnen eine Reihe von Abstandsstucken, sogenannten 
Spacer, erzeugt, die im Zusammenspiel mit geeigneten Dotier- 
stof f implantationen dafiir sorgen, dafl die fur den jeweiligen 
Zweck geeigneten Dotierstof fprof ile in den Sour- 
ce/Draingebieten erzeugt werden konnen. Bedingt durch die 
zwischen den Gatebahnen angeordneten Spacer und der Forde- 
rung, dafi das Kontaktloch moglichst zwischen den Spacern an- 
geordnet sein soil, mtissen der Abstand zwischen den Gatebah- 
nen bzw. das Dif fusionsgebiet, das zur Kontaktierung dient 
hinreichend grofi gewahlt werden, was sich negativ auf die er- 
zielbare Integrationsdichte auswirkt . 

Bei der Atzung der Kontaktlocher durfen die Gatebahnen 
nicht beschadigt werden, da es sonst zu einem Kurzschlufi zwi- 
schen dem Dif fusionskontakt und dem Gate kommt. Da es sich 
aber trotz aller Bemiihungen nicht verhindern lafit, dafl bei 
der Atzung der Kontaktlocher die Gatebahnen angegriffen wer- 
den, ist in der Regel eine dicke Schutzschicht , ein sogenann- 
tes „Cap M , auf den Gatebahnen angeordnet, die einen Kurz- 
schlufi zwischen Kontakt und Gate verhindern soil. Die relativ 
grofie Dicke dieser Schutzschicht beeintrachtigt jedoch die 
Qualitat der Gatebahnen und verhindert in der Regel eine Si- 
lizierung der Gatebahnen sowie die nachtragliche Dotierung 
des Polysiliziums der Gatebahnen („Dual-Workf unction-Gates") . 

Durch die engen Verhaltnisse zwischen den Gatebahnen ist 
es notwendig, daJi die Isolationsschicht einer Temperaturbe- 
handlung mit relativ hohen Temperaturen ausgesetzt wird, um 
ein Verflieiien der Isolationsschicht zu erreichen. Trotzdem 
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kann es bei der Abscheidung der Isolationsschicht zu Lochern, 
sogenannten Voids, zwischen den Gatebahnen kommen. Werden nun 
die Kontaktlocher gebildet, kann es vorkommen, daJJ zwei Kon- 
taktlocher tiber einen Void miteinander verbunden sind. Bei 
dem nachf olgenden Auffiillen der Kontaktlocher mit leitenden 
Material werden in der Regel auch die Voids aufgefullt, so 
dafi ein KurzschluJJ zwischen zwei Kontakten entstehen kann, 
der moglicherweise zum Ausfall der gesamten Schaltung fuhrt. 

Daher ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein 
Verfahren zur Herstellung eines integrierten Halbleiterbau- 
elements bereitzustellen, das die genannten Probleme mindert 
bzw. ganzlich vermeidet. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemafl von den Verfahren zur 
Herstellung eines integrierten Halbleiterbauelements nach den 
unabhangigen Patentansprlichen 1 Oder 3 gelost. Weitere vor- 
teilhafte Ausftihrungsf ormen, Eigenschaf ten und Aspekte der 
vorliegenden Erfindung ergeben sich aus den abhangigen An- 
spriichen, der Beschreibung und den beiliegenden Zeichnungen. 

Erf indungsgemali wird ein Verfahren zur Herstellung eines 
integrierten Halbleiterbauelements mit den folgenden Schrit- 
ten bereitgestellt : 

a) ein Halbleitersubstrat mit zumindest einem ersten Be- 
reich und zumindest einem zweiten Bereich wird be- 
reitgestellt; 

b) im ersten und im zweiten Bereich des Halbleitersub- 
strats werden Gatebahnen hergestellt; 

c) in dem ersten Bereich des Halbleitersubstrats werden 
benachbart zu den Gatebahnen Source/Draingebiete so- 
wie an den Gatebahnen mindestens zwei Abstandsstiicke 
erzeugt; 
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d) in dem zweiten Bereich des Halbleitersubstrats werden 
benachbart zu den Gatebahnen Source/Draingebiete er- 
zeugt und es werden Kontakte zu vorbestiitunten Sour- 
ce/Draingebieten gebildet bevor alle Abstandsstucke 
in dem ersten Bereich des Halbleitersubstrats erzeugt 
worden sind. 

Weiterhin wird erf indungsgemaft ein Verfahren zur Herstellung 
eines integrierten Halbleiterbauelements rait den folgenden 
Schritten bereitgestellt : 

a) ein Halbleitersubstrat mit zumindest einem ersten Be- 
reich und zumindest einem zweiten Bereich wird be- 
reitgestellt; 

b) im ersten und im zweiten Bereich des Halbleitersub- 
strats werden Gatebahnen hergestellt; 

c) in dem ersten Bereich des Halbleitersubstrats werden 
benachbart zu den Gatebahnen Source/Draingebiete so- 
wie an den Gatebahnen mindestens zwei Abstandsstucke 
erzeugt; 

d) in dem zweiten Bereich des Halbleitersubstrats werden 
benachbart zu den Gatebahnen Source/Draingebiete er- 
zeugt und es werden Kontakte zu vorbestimmten Sour- 
ce/Draingebieten vorbereitet bevor alle Abstandssttik- 
ke in dem ersten Bereich des Halbleitersubstrats er- 
zeugt worden sind. 

Die erf indungsgemaJien Verfahren besitzen den Vorteil, 
dafi die Integrationsdichte im zweiten Bereich des Halbleiter- 
substrats deutlich erhoht werden kann. Durch das Merkmal, daJS 
die Bildung der Kontakte zu den Source/Draingebieten im zwei- 
ten Bereich des Halbleitersubtrats zu einem Zeitpunkt vorge- 
nommen bzw. vorbereitet wird, an dem noch nicht alle Abstand- 
stucke (Spacer) erzeugt worden sind, kommt es zu keiner unno- 
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tigen Spacer-Erzeugung in dem zweiten Bereich, wodurch sich 
Chipflache einsparen lafit. Die einsparte Flache kann bei- 
spielsweise dazu genutzt werden, urn die Gatebahnen im zweiten 
Bereich enger anzuordnen. Die Spacer konnen dabei als eine 
Hilfe zur Einstellung der gewunschten Dotierstof fprof ile 
und/oder als seitliche Isolierung der Gatebahnen verwendet 
werden. 

Weiterhin lassen sich die erf indungsgemaiien Verfahren 
ohne Schwierigkeiten in einen bereits bestehenden Prozeliab- 
lauf zur Herstellung eines Halbleiterbauelements integrieren. 
Insbesondere konnen die Prozelischritte fur die Herstellung 
von sehr schnellen Logikschaltungen nahezu unverandert beibe- 
halten werden. Probleme, wie sie'bei herkommlichen Verfahren 
durch das Auftreten von Leerraumen (Voids) zwischen den Tran- 
sistoren ergeben, konnen bei den erf indungsgemaiien Verfahren 
deutlich veriaindert bzw. ganz vermieden werden. Durch die 
fruhe Bildung bzw. Vorbereitung der Kontakte konnen hohe 
Aspektverhaltnisse vermieden werden, wodurch die Prozesse 
insgesamt stabiler durchzufiihren sind. Dabei konnen die Kon- 
takte auch schon zu einem Zeitpunkt gebildet bzw. vorbereitet 
werden, an dem die Source/Draingebiete noch gar nicht gebil- 
det wurden. 

Gemali einer bevorzugten Ausfuhrungsf orm werden zur Vor- 
bereitung der Kontakte zu vorbestimmten Source/Draingebieten 
in dem zweiten Bereich des Halbleitersubstrats Landing Pads 
ausgebildet. Zur Bildung der Landing Pads bzw. der Kontakte 
selbst wird bevorzugt dotiertes Polysilizium verwendet. 

GemaJi einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsf orm werden 
zur Vorbereitung der Kontakte zu vorbestimmten Sour- 
ce/Draingebieten in dem zweiten Bereich des Halbleitersub- 
strats Opferkontakte ausgebildet. Die Opf erkontakte verhin- 
dern ebenfalls die Erzeugung unnotiger Spacer an den Gatebah- 
nen im zweiten Bereich des Halbleitersubstrats- Sie werden 
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erst entfernt, wenn die eigentlichen Kontakte zu den Sour- 
ce/Draingebieten gebildet werden. 

Gemaii einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm werden die Ab- 
standsstucke (Spacer) aus Siliziumoxid, Siliziumnitrid oder 
Oxynitrid gebildet. Dazu wird eine Siliziumoxid-, Siliziumni- 
trid- oder Oxynitridschicht iiber den Gatebahnen abgeschieden 
und durch eine anisotrope Atzung zuriickgeatzt, so daB Teile 
dieser Schichten an den Seitenwanden der Gatebahnen zurtick- 
bleiben. Durch Verwendung dieser Spacer lassen sich die Do- 
tierungen der Source/Draingebiete sehr genau, entsprechend 
den jeweiligen Anf orderungen einstellen. 

Gemaii einer weiteren bevorzugten Ausf uhrungsf orm werden 
die Gatebahnen gebildet, indem eine Polysiliziumschicht und 
eine Schutzschicht, insbesondere eine Siliziumnitrid-, Sili- 
ziumoxid- oder Oxynitridschicht, erzeugt und diese Schichten 
gemeinsam zu Gatebahnen strukturiert werden. Dabei ist es 
insbesondere bevorzugt, wenn die Schutzschicht mit einer Dik- 
ke erzeugt wird, so dafi nach der Gatestrukturierung die 
Schutzschicht eine Dicke kleiner als 100 nm, bevorzugt zwi- 
schen 40 und 60 nm, aufweist. Diese Schutzschicht wird haufig 
als sogenanntes „Cap" bezeichnet und dient bei herkommlichen 
Prozessen unter anderem als Hardmaske zur Gatestrukturierung 
und zum Schutz der Gatebahnen bei einem AtzprozeJi zur Erzeu- 
gung der Kontaktlocher , Dazu muii nach dem Stand der Technik 
ein TrockenatzprozeJi, welcher Oxid selektiv zu dem Cap- 
Material atzt, eingesetzt werden. Da die zu atzende Struktur 
im Stand der Technik ein hohes Aspektverhaltnis aufweist, ist 
die Selektivitat des Atzprozesses nicht sehr hoch und es muli 
ein relativ dickes „Cap" verwendet werden, urn einen Kurz- 
schluii zwischen der Gatebahn und dem Kontakt zu vermeiden. 

Da bei den erf indungs gemaii en Verfahren die Bildung des 
Kontakts bereits in einem sehr fruhen Stadium vorgenommen 
bzw. vorbereitet wird, dient das „Cap" nun nur zur Isolation 
der Gatebahn gegenuber dem Kontakt und kann daher relativ 
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dtinn gewahlt werden. Dementsprechend kann das „Cap" in spate- 
ren ProzeJJschritten, beispielsweise bei der Atzung eines Ni- 
trid-Spacers, ohne zusatzliche Prozefischritte vollstandig von 
den Gatebahnen im ersten Bereich entfernt werden, was die 
Moglichkeit eroffnet, verschiedene Gatebahnen mit unter- 
schiedlichen Dotierstof f en zu dotieren und so sogenannte Du- 
al-Workf unction-Gates aufzubauen. Weiterhin konnen die Gate- 
bahnen auf diese Weise silizidiert werden, wodurch der Wider- 
stand der Gatebahnen deutlich gesenkt wird. 

Weiterhin ist es bevorzugt, wenn in dem ersten Bereich 
des Halbleitersubstrats die Gatebahnen mit Dotierstof fen un- 
terschiedlicher Leitf ahigskeitstypen dotiert werden. Durch 
diese sogenannten Dual-Workfunction-Gates konnen sehr lei- 
stungsfahige Logikschaltungen aufgebaut werden. Auf diese 
Weise kann auch die Versorgungsspannung reduziert werden, oh- 
ne dafi es zu EinbuJien bei der Schaltgeschwindigkeit koirutit. 

Zur Verringerung der Widerstande der Gatebahnen ist es 
bevorzugt, wenn auf den Gatebahnen in dem ersten Bereich des 
Halbleitersubstrats Silizidschichten erzeugt werden. Insbe- 
sondere ist es bevorzugt, wenn als Silizidschichten CoSi 2 , 
TaSi 2 , TiSi 2 oder WSi x verwendet und diese Silizidschichten 
durch ein Salicide-Verf ahren erzeugt werden, 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Zeichnungen naher 
erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1-8 ein Verf ahren nach einem ersten Ausfuhrungs- 



beispiel der vorliegenden Erfindung, 



Fig. 9 - 12 



ein Verfahren nach einem zweiten Ausfiihrungs- 
beispiel der vorliegenden Erfindung, 



Fig. 13 - 



18 



ein Verfahren nach einem dritten Ausfiihrungs- 
beispiel der vorliegenden Erfindung, 
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Die Figuren 1-8 zeigen ein Verfahren nach einem ersten 
Ausf iihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Auf einem Si- 
liziumsubstrat 1 wurde eine dunne Siliziumoxidschicht er- 
zeugt. Dieses Siliziumoxidschicht, welche in der Fig. 1 nicht 
gezeigt ist, dient im weiteren Verlauf des Verfahrens als Ga- 
teoxid. Dabei konnen je nach Anwendung in unterschiedlichen 
Bereichen des Siliziumsubstrats unterschiedlich dicke Silizi- 
umoxidschichten verwendet werden. Auf der Siliziumoxidschicht 
ist eine Polysiliziumschicht 2 angeordnet. Bei dieser Ausfuh- 
rungsform der vorliegenden Erfindung wurde die Polysilizium- 
schicht 2 als undotierte Polysiliziumschicht abgeschieden, 
welche nachfolgend mit Hilfe einer Phototechnik dotiert wird. 
tfber der Polysiliziumschicht 2 ist eine Siliziumnitridschicht 
3 angeordnet. Die Dicke der Siliziumnitridschicht 3 betragt 
dabei nach der Gatestrukturierung etwa 50 nm. Diese Schicht 
dient im weiteren Verlauf des Verfahrens als sogenanntes 
„Cap-Nitrid" . 

Vor Erzeugung der Siliziumoxidschicht wurden in dem Sili- 
ziumsubstrat eine n-Wanne 4 bzw. p-Wannen 5, 6 erzeugt. Die 
einzelnen Wannen sind durch Isolationen 7 voneinander ge- 
trennt. Im vorliegenden Beispiel sind diese Isolationen 7 als 
sogenannte flache Grabenisolationen ( „Shallow-Trench- 
Isolation) ausgebildet. Auf der linken Seite der Fig. 1 ist 
der erste Bereich 8 des Siliziumsubstrats 1 angeordnet. In 
diesem ersten Bereich 8 werden spater die Transistoren herge- 
stellt werden, aus denen die Logikschaltung aufgebaut ist. 
Auf der rechten Seite der Fig. 1 ist der zweiten Bereich 9 
des Siliziumsubstrats 1 angeordnet. In diesem zweiten Bereich 

9 werden spater die Transistoren hergestellt werden, die als 
Auswahltransistoren in den Speicherzellen dienen. 

Anschliefiend werden durch eine Phototechnik die Silizium- 
nitridschicht 3 und die Polysiliziumschicht 2 zu Gatebahnen 

10 strukturiert . Es folgt eine Reoxidation des Gateoxids, urn 
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mogliche Defekte, die bei der Atzung der Siliziumnitrid- 
schicht 3 und der Polysiliziumschicht 2 aufgetreten sind, zu 
beheben. Zur Erzeugung der sogenannten Source/Draingebiete 11 
der n-Kanal Transistoren wird nun mit einer Phototechnik 
Phosphor in das Siliziumsubstrat implantiert. Nach dieser Im- 
plantation wird eine weitere Siliziumnitridschicht abgeschie- 
den und durch eine anisotrope Atzung strukturiert . Durch die- 
se Atzung entstehen erste isolierende Abstandshalter , soge- 
nannte „Spacer x> 12, an den Seitenwanden der Gatebahnen 10. 
Nach Erzeugung der Spacer 12 wird Bor mit einer Phototechnik 
in das Siliziumsubstrat implantiert, so dafi auch die p-Kanal 
Transistoren erzeugt werden konnen. Anschlieftend wird eine 
weitere Siliziumnitridschicht 13 abgeschieden . Die sich dar- 
aus ergebende Situation ist in Fig. 2 gezeigt. 

Die Transistoren, die in dem zweiten Bereich 9 des Sili- 
ziumsubstrats 1 erzeugt werden, dienen als Auswahltransisto- 
ren in den Speicherzellen . Die Kondensatoren der Speicherzel- 
len, die in dem vorliegenden Beispiel als Grabenkondensatoren 
ausgebildet sind, sind aus Grlinden der Ubersichtlichkeit in 
den Figuren nicht gezeigt. In dem zweiten Bereich 9 des Sili- 
ziumsubstrats 1 kommt es vor all em auf eine hohe Integrati- 
onsdichte an. Urn diese hohe Integrationsdichte erzielen zu 
konnen, wird eine Lackmaske erzeugt, die an den Stellen ge- 
offnet ist, an denen spater die Source/Drain-Anschltisse, d.h. 
die Anschltisse fur die Bitleitungen, der Auswahltransistoren 
erzeugt werden, Durch eine anisotrope Atzung wird die Silizi- 
umnitridschicht 13 in der Offnung 14 der Maske 15 entfernt 
und so dafi die Source/Draingebiete 11 der Auswahltransistoren 
freigelegt werden. Der erste Bereich 8 des Siliziumsubstrats 
1 ist dabei durch die Lackmaske 15 geschtitzt und erfahrt so- 
mit keine Veranderung. Anschliefiend wird die Lackmaske 15 
entfernt und eine weitere Polysiliziumschicht 16 abgeschie- 
den. Bei dieser Polysiliziumschicht 16 handelt es sich urn ei- 
ne dotierte Polysiliziumschicht. Die sich daraus ergebende 
Situation ist in Fig. 4 gezeigt. 
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Mit Hilfe einer weiteren Phototechnik wird nun die Poly- 
siliziumschicht 16 strukturiert. Dabei wird die Polysilizium- 
schicht 16 aus dem ersten Bereich 8 des Siliziumsubstrats 1 
vollstandig entfernt. Der verbleibende Teil der Polysilizium- 
schicht 16 bildet im zweiten Bereich 9 des Siliziumsubstrats 
zu ein sogenanntes ^Landing Pad" 17. Die sich daraus ergeben- 
de Situation ist in Fig. 5 gezeigt. 

AnschlieBend wird eine weitere Siliziumoxidschicht abge- 
schieden. Durch eine weitere anisotrope Atzung wird dieses 
Siliziumoxidschicht so strukturiert, dafi ein weiterer Spacer 
18 an den Seitenwanden der Gatebahnen 10 im ersten Bereich 8 
des Siliziumsubstrats entsteht. Durch die Abfolge dieser 
Spacer 12 und 18 an den Seitenwanden der Gatebahnen 10 im er- 
sten Bereich 8 des Siliziumsubstrats und geeignet gewahlte 
Dotierstof f implantationen konnen die Source/Draingebiete 11 
der Transistoren im ersten Bereich 8 so eingestellt werden, 
dafi Transistoren mit sehr kurzen Schaltzeiten hergestellt 
werden konnen. Dementsprechend konnen sehr leistungsf ahige 
Logikschaltungen aufgebaut werden. In dem zweiten Bereich 9 
des Siliziumsubstrats kommt es auf Grund der Polysilizium- 
schicht 16 zu keiner Abscheidung der Siliziumoxidschicht zwi- 
schen den Gatebahnen der Auswahltransistoren . Dementsprechend 
werden zwischen den Gatebahnen 10 der Auswahltransistoren 
auch keine Siliziumoxid-Spacer 18 erzeugt. Die dadurch ein- 
sparte Flache zwischen den Gatebahnen der Auswahltransistoren 
kann genutzt werden, urn die Gatebahnen entsprechend enger an- 
zuordnen, wodurch die Integrationsdichte im Speicherzellen- 
feld erhoht wird. 

Durch eine weitere Atzung wird auch der noch verbliebene 
Teil der Siliziumnitridschicht 3 auf den Gatebahnen 10 in dem 
ersten Bereich 8 des Siliziumsubstrats entfernt. Dies ist 
moglich, weil die Siliziumnitridschicht 3 im Vergleich zu 
herkommlichen Verfahren eine sehr geringe Dicke aufweist. 
Durch die Entfernung der Siliziumnitridschicht 3 konnen die 
Gatebahnen 10 nun in gewunschter Art und Weise dotiert wer- 
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den. Auch eine unterschiedliche Dotierung der verschiedenen 
Gatebahnen 10 ist auf einfache Art moglich {„Dual- 
Workf unction-Gates") . Auf diese Weise konnen sehr schnelle 
Logikschaltungen erzeugt werden. Die sich daraus ergebende 
Situation ist in Fig. 6 gezeigt. 

Anschliefrend wird ein silizidbildendes Metall, beispiels- 
weise Tantal, Titan, Wolfram oder Cobalt, auf gesputtert . 
Durch eine Warmebehandlung kommt auf den f reiliegenden Sili- 
ziumgebieten, namlich den Gatebahnen im ersten Bereich sowie 
den f reiliegenden Source/Draingebieten, zu einer Silizidreak- 
tion wahrend in den anderen Gebieten das silizidbildende Me- 
tall im wesentlichen unverandert erhalten bleibt und dadurch 
einfach wieder entfernt werden kann. Das Ergebnis sind selek- 
tive und selbstjustierte Silizidschichten 19 auf den Gatebah- 
nen im ersten Bereich 8 und den f reiliegenden Sour- 
ce/Draingebieten 11 ( „Salicide-Verf ahren") . Durch die Sili- 
zidschichten 19 wird der Widerstand der Gatebahnen 10 deut- 
lich herabgesetzt, was sich positiv auf die Leistungsf ahig- 
keit der Logikschaltung auswirkt. Weiterhin wird durch die 
Silizierung der Source/Draingebiete 11 der Kontaktwiderstand 
deutlich gesenkt, was sich ebenfalls positiv auf die Lei- 
stungsf ahigkeit der Logikschaltung auswirkt. 

Anschlieiiend wird eine dtinne Siliziumnitridschicht abge- 
schieden, welche als Barriere dient. Aus Grunden der Uber- 
sichtlichkeit ist diese diinne Siliziumnitridschicht nicht ge- 
zeigt. Es folgt die Abscheidung einer BPSG-Schicht 20, welche 
durch einen CMP Schritt planarisiert wird. Vor dem CMP 
Schritt wird eine Warmebehandlung durchgef tihrt , damit die 
BPSG-Schicht 20 die Zwischenraume zwischen den Transistoren 
moglichst gut ausfilllen kann. Die sich daraus ergebende Si- 
tuation ist in Fig. 7 gezeigt. 

Mittels einer weiteren Phototechnik werden nun Kontaktlo- 
cher 21 in der BPSG-Schicht 20 erzeugt. Diese Kontaktlocher 
21 fuhren sowohl zum Siliziumsubstrat 1 als auch zu den Gate- 
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bahnen 10. In dem zweiten Bereich 9 des Siliziumsubstrats zu 
wird das Kontaktloch zu der Polysiliziumschicht 16 gefiihrt, 
die als Landing Pad 17 dient. Nach Abscheidung eines soge- 
nannten Liners (nicht gezeigt) werden die Kontaktlocher mit 
5 Wolfram aufgefullt und ein CMP-Schritt durchgefuhrt, urn Wolf- 
ram auflerhalb der Kontaktlocher von der Substratoberf lache zu 
entf ernen. 

Zur vollstandigen Herstellung der integrierten Schaltung 
10 werden nachfolgend, mit einer Reihe an sich bekannter Schrit- 
te, die Metallisierung sowie die Passivierung aufgebaut. Das 
erf indungsgemafle Verfahren besitzt den Vorteil, daft die Inte- 
grationsdichte im zweiten Bereich des Halbleitersubstrats 
deutlich erhoht werden kann. Daruber hinaus konnen durch ei- 
15 nen geringen Mehraufwand die Eigenschaf ten der Transistoren 
im ersten Bereich des Halbleitersubstrats deutlich verbessert 
werden (Silizierung, Dual-Workf unction-Gates) . Daher ermog- 
licht die vorliegende Erfindung beispielsweise die kostengiAn- 
stige Herstellung von sogenannten ^embedded DRAM-Produkten" . 

20 

Die Figuren 9-12 zeigen ein Verfahren nach einem zwei- 
ten Ausftihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Die er- 
sten Schritte dieses Verfahren stimmen dabei mit denen in den 
Figuren 1 bis 4 gezeigten Schritten uberein und sollen daher 
25 nicht mehr wiederholt werden. 

Im Gegensatz zu dem ersten Ausfuhrungsbeispiels der vor- 
liegenden Erfindung wird nun jedoch eine relativ dicke Poly- 
siliziumschicht abgeschieden. Mit Hilfe einer weiteren Photo- 

30 technik wird die Polysiliziumschicht strukturiert . Dabei wird 
wiederum die Polysiliziumschicht aus dem ersten Bereich des 
Siliziumsubstrats vollstandig entfernt. Der verbleibende Teil 
der Polysiliziumschicht bildet im zweiten Bereich des Silizi- 
umsubstrat den vollstandigen Kontakt 24. Die sich daraus er- 

35 gebende Situation ist in Fig. 9 gezeigt. 



WO 01/09946 



13 



PCT/DE99/02339 



AnschlieJJend wird eine weitere Siliziumoxidschicht abge- 
schieden. Durch eine weitere anisotrope Atzung wird dieses 
Siliziumoxidschicht so strukturiert, dafi ein weiterer Spacer 
18 an den Seitenwanden der Gatebahnen 10 im ersten Bereich 8 
5 des Siliziumsubstrats entsteht. In dem zweiten Bereich 9 des 
Siliziumsubstrats koimnt es auf Grund des Kontakts 24 zu kei- 
ner Abscheidung der Siliziumoxidschicht zwischen den Gatebah- 
nen der Auswahltransistoren. Dementsprechend werden zwischen 
den Gatebahnen 10 der Auswahltransistoren auch keine Siliziu- 
10 moxid-Spacer 18 erzeugt. Der dadurch einsparte Flache zwi- 
schen den Gatebahnen 10 der Auswahltransistoren kann genutzt 
werden, urn die Gatebahnen 10 entsprechend enger anzuordnen, 
wodurch die Integrationsdichte im Speicherzellenf eld erhoht 
wird, 

15 

Durch eine weitere Atzung wird auch der verbleibende Teil 
der Siliziumnitridschicht 3 auf den Gatebahnen 19 in dem er- 
sten Bereich 8 sowie teilweise im zweiten Bereich 9 des Sili- 
ziumsubstrats entfernt. Dies ist moglich, weil die Silizium- 

20 nitridschicht 3 im Vergleich zu herkommlichen Verfahren eine 
sehr geringe Dicke aufweist. Durch die Entfernung der Silizi- 
umnitridschicht 3 konnen die Gatebahnen 10 nun in gewunschter 
Art und Weise dotiert werden . Auch eine unterschiedliche Do- 
tierung der verschiedenen Gatebahnen 10 ist auf einfache Art 

25 moglich („Dual-Workf unction-Gates") . Auf diese Weise konnen 
sehr schnelle Logikschaltungen erzeugt werden. Die sich dar- 
aus ergebende Situation ist in Fig. 10 gezeigt. 

Anschliefiend wird ein silizidbildendes Metall, beispiels- 
30 weise Tantal, Titan, Wolfram oder Cobalt, auf geputtert . Durch 
eine Warmebehandlung kommt auf den f reiliegenden Siliziumge- 
bieten, namlich den Gatebahnen 10 sowie den f reiliegenden 
Source/Draingebieten 11, zu einer Silizidreaktion wahrend in 
den anderen Gebieten das silizidbildende Metall im wesentli- 
35 chen unverandert erhalten bleibt und dadurch einfach wieder 
entfernt werden kann. Das Ergebnis sind selektive und selbst- 
justierte Silizidschichten 19 auf den Gatebahnen 10 und den 
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f reiliegenden Source/Draingebieten 11 ( „Salicide-Verf ahren" ) . 
Durch die Silizidschichten 19 wird der Widerstand der Gate- 
bahnen 10 deutlich herabgesetzt , was sich positiv auf die 
Leistungsf ahigkeit der Logikschaltung sowie der Wortleitungen 
im Zellenfeld auswirkt. Weiterhin wird durch die Silizierung 
der Source/Draingebiete 11 der Kontaktwiderstand deutlich ge- 
senkt, was sich ebenfalls positiv auf die Leistungsf ahigkeit 
der Logikschaltung auswirkt. 

Anschliefiend wird eine dunne Siliziumnitridschicht abge- 
schieden, welche als Barriere dient. Aus Grtinden der Uber- 
sichtlichkeit ist diese dunne Siliziumnitridschicht nicht ge- 
zeigt. Es folgt die Abscheidung einer BPSG-Schicht 20, welche 
einer Warmebehandlung unterzogen wird, damit die BPSG-Schicht 

20 die Zwischenraume zwischen den Transistoren moglichst gut 
ausfullen kann. Anschlieftend wird die BPSG-Schicht 20 durch 
einen CMP Schritt planarisiert . Dabei wird der CMP-Schritt so 
durch gefuhrt, daft der Kontakt 24 freigelegt wird. Es braucht 
somit nur die erste Metallisierungsschicht abgeschieden zu 
werden, urn eine leitende Verbindung zu den Sour- 
ce/Draingebieten der Auswahltransistoren im Speicherzellen- 
feld herzustellen. Die sich daraus ergebende Situation ist in 
Fig. 11 gezeigt. 

Mittels einer weiteren Phototechnik werden nun Kontaktlo- 
cher 21 in der BPSG-Schicht 20 erzeugt. Diese Kontaktlocher 

21 fuhren sowohl zum Siliziumsubstrat der tlbrigen Transisto- 
ren als auch zu den Gatebahnen 10. Nach Abscheidung eines so- 
genannten Liners (nicht gezeigt) werden die Kontaktlocher mit 
Wolfram aufgefullt und ein CMP-Schritt durchgefiihrt, urn Wolf- 
ram auJierhalb der Kontaktlocher 21 von der Substratoberf lache 
zu entfernen. Die sich daraus ergebende Situation ist in Fig. 
12 gezeigt. 

Zur vollstandigen Herstellung der integrierten Schaltung 
werden wiederum, mit einer Reihe an sich bekannter Schritte, 
die Metallisierung sowie die Passivierung aufgebaut. Auch 
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dieses erf indungsgemafie Verfahren besitzt den Vorteil, dail 
die Integrationsdichte im zweiten Bereich des Halbleitersub- 
strats deutlich erhoht werden kann. Daruber hinaus konnen 
durch einen geringen Mehraufwand die Eigenschaf ten der Tran- 
5 sistoren im ersten Bereich des Halbleitersubstrats deutlich 
verbessert werden (Silizierung, Dual-Workf unction-Gates) . 

Die Figuren 13 bis 18 zeigen ein Verfahren nach einem 
dritten Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Ira 
10 Gegensatz zu dem ersten Ausf tihrungsbeispiels der vorliegenden 
Erfindung dient nun jedoch die Polysiliziumschicht nicht als 
Landing Pad sondern als sogenannter Opferkontakt ( sacrifi- 
cial contact") . 

15 Auf einem Siliziumsubstrat 1 wurde eine dunne Siliziu- 

moxidschicht erzeugt. Dieses Siliziumoxidschicht, welche in 
der Fig. 13 nicht gezeigt ist, dient im weiteren Verlauf des 
Verfahrens als Gateoxid. Auf der Siliziumoxidschicht ist eine 
Polysiliziumschicht 2 angeordnet. Bei dieser Ausfiihrungsf orm 

20 der vorliegenden Erfindung wurde die Polysiliziumschicht 2 

als undotierte Polysiliziumschicht abgeschieden, welche nach- 
folgend mit Hilfe einer Phototechnik dotiert wird. Uber der 
Polysiliziumschicht 2 ist eine Siliziuirmitridschicht 3 ange- 
ordnet. Die Dicke der Siliziuirmitridschicht 3 betragt dabei 

25 etwa 50 nm. 

Vor Erzeugung der Siliziumoxidschicht wurden in dem Sili- 
ziumsubstrat eine n-Wanne 4 bzw. p-Wannen 5, 6 erzeugt* Die 
einzelnen Wannen sind durch Isolationen 7 voneinander ge- 
30 trennt. Im vorliegenden Beispiel sind diese Isolationen 7 als 
sogenannte flache Grabenisolationen („Shallow-Trench- 
Isolation) ausgebildet. Das Siliziumsubstrat ist wiederum in 
einen ersten und einen zweiten Bereich aufgeteilt. 

35 Anschliefiend werden durch eine Phototechnik die Silizium- 

nitridschicht 3 und die Polysiliziumschicht 2 zu Gatebahnen 
10 strukturiert . Es folgt eine Reoxidation des Gateoxids, um 
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mogliche Defekte, die bei der Atzung der Siliziumnitrid- 
schicht 3 und der Polysiliziumschicht 2 aufgetreten sind, zu 
beheben. Zur Erzeugung der sogenannten Source/Draingebiete 11 
der n-Kanal Transistoren wird nun mit einer Phototechnik 
Phosphor in das Siliziumsubstrat implantiert. Nach dieser Im- 
plantation wird eine weitere Siliziumnitridschicht abgeschie- 
den und durch eine anisotrope Atzung strukturiert . Durch die- 
se Atzung entstehen erste isolierende Abstandshalter , soge- 
nannte „Spacer" 12, an den Seitenwanden der Gatebahnen 10. 
Nach Erzeugung der Spacer 12 wird Bor mit einer Phototechnik 
in das Siliziumsubstrat implantiert, so daft auch die p-Kanal 
Transistoren erzeugt werden konnen. AnschlieJJend wird eine 
weitere Siliziumnitridschicht 13 abgeschieden. Die sich dar- 
aus ergebende Situation ist in Fig. 14 gezeigt. 

Anschliefiend wird eine weitere Polysiliziumschicht 16 ab- 
geschieden. Bei dieser Polysiliziumschicht 16 handelt es sich 
um eine undotierte Polysiliziumschicht, welche spater den Op- 
ferkontakt bilden wird. Die sich daraus ergebende Situation 
ist in Fig. 15 gezeigt. 

Mit Hilfe einer weiteren Phototechnik wird nun die Poly- 
siliziumschicht 16 strukturiert. Dabei wird die Polysilizium- 
schicht 16 aus dem ersten Bereich 8 des Siliziumsubstrats 1 
vollstandig entfernt. Der verbleibende Teil der Polysilizium- 
schicht 16 bildet im zweiten Bereich 9 des Siliziumsubstrats 
den Opferkontakt 25. Die sich daraus ergebende Situation ist 
in Fig. 16 gezeigt. 

AnschlieJiend wird eine weitere Siliziumoxidschicht abge- 
schieden. Durch eine weitere anisotrope Atzung wird dieses 
Siliziumoxidschicht so strukturiert, dafi ein weiterer Spacer 
18 an den Seitenwanden der Gatebahnen 10 im ersten Bereich 8 
des Siliziumsubstrats entsteht. Durch die Abfolge dieser 
Spacer 12 und 18 an den Seitenwanden der Gatebahnen 10 im er- 
sten Bereich 8 des Siliziumsubstrats und geeignet gewahlte 
Dotierstof f implantationen konnen die Source/Draingebiete 11 
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der Transistoren im ersten Bereich 8 so eingestellt werden, 
dafi Transistoren mit sehr kurzen Schaltzeiten hergestellt 
werden konnen. Dementsprechend konnen sehr leistungsf ahige 
Logikschaltungen aufgebaut werden. In dem zweiten Bereich 9 
5 des Siliziumsubstrats kommt es auf Grund Opf erkontakts 25 zu 
keiner Abscheidung der Siliziumoxidschicht zwischen den Gate- 
bahnen der Auswahltransistoren. Dementsprechend werden zwi- 
schen den Gatebahnen 10 der Auswahltransistoren auch keine 
Siliziumoxid-Spacer 18 erzeugt. Der dadurch einsparte Flache 
10 zwischen den Gatebahnen der Auswahltransistoren kann genutzt 
werden, urn die Gatebahnen entsprechend enger anzuordnen, wo- 
durch die Integrationsdichte im Speicherzellenf eld erhoht 
wird. 

15 Durch eine weitere Atzung wird auch der verbleibende Teil 

der Siliziumnitridschicht 3 auf den Gatebahnen 10 in dem er- 
sten Bereich 8 des Siliziumsubstrats entfernt. Dies ist mog- 
lich, weil die Siliziumnitridschicht 3 im Vergleich zu her- 
kommlichen Verfahren eine sehr geringe Dicke aufweist. Durch 

20 die Entfernung der Siliziumnitridschicht 3 konnen die Gate- 
bahnen 10 nun in gewunschter Art und Weise dotiert werden. 
Anschliefiend wird ein silizidbildendes Metall, beispielsweise 
Tantal, Titan, Wolfram oder Cobalt, auf geputtert . Durch eine 
Warmebehandlung kommt auf den f reiliegenden Siliziumgebieten, 

25 namlich den Gatebahnen 10 im ersten Bereich 8 sowie den f rei- 
liegenden Source/Draingebieten 11, zu einer Silizidreaktion 
wahrend in den anderen Gebieten das silizidbildende Metall im 
wesentlichen unverandert erhalten bleibt und dadurch einfach 
wieder entfernt werden kann. Das Ergebnis sind selektive und 

30 selbst justierte Silizidschichten 19 auf den Gatebahnen 10 im 
ersten Bereich und den f reiliegenden Source/Draingebieten 11 
(„Salicide-Verfahren") . 

Es folgt die Abscheidung einer BPSG-Schicht 20, welche 
35 durch einen CMP Schritt planarisiert wird. Vor dem CMP 

Schritt wird eine Warmebehandlung durchgefuhrt, damit die 
BPSG-Schicht 20 die Zwischenraume zwischen den Transistoren 
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moglichst gut ausfiillen kann. Die sich daraus ergebende Si- 
tuation ist in Fig. 17 gezeigt. 

Mittels einer weiteren Phototechnik werden nun Kontaktlo- 
5 cher 21 in der BPSG-Schicht 20 erzeugt. Diese Kontaktlocher 
21 fuhren sowohl zum Siliziumsubstrat als auch zu den Gate- 
bahnen 10. In dem zweiten Bereich 9 des Siliziumsubstrats 
wird das Kontaktloch zu dem Opferkontakt 25 gefuhrt. Mit ei- 
ner trocken- oder nafichemischen Atzung wird ein Teil des Op- 
10 ferkontakts 25 und die noch verbliebene Siliziumnitridschicht 
13 entfernt, so dafl nun Raum fur den eigentlichen Kontakt 
vorhanderi ist. Diese Atzung des Opf erkontakts 25 kann mit ho- 
her Selektivitat gegenuber dem umliegenden Material durchge- 
fuhrt werden. 

15 

Es folgt wiederum Abscheidung eines sogenannten Liners 
(nicht gezeigt) und die Abscheidung einer Wolf ramschicht, die 
dazu dient, die Kontaktlocher aufzufullen. Mit einem weiteren 
CMP-Schritt wird das Wolfram, das sich aulierhalb der Kontakt- 
20 locher befindet, von der Substratoberf lache entfernt. Die 
sich daraus ergebende Situation ist in Fig. 18 gezeigt. 

Durch die Verwendung des Opferkontakts 25 kann gegenuber 
der ersten Ausfuhrungsf orm eine Maskenebene einspart werden, 
25 weil die Siliziumnitridschicht 13 nicht durch eine Maske zwi- 
schen Auswahltransistoren im zweiten Bereich 9 entfernt wer- 
den muli. 
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Patent anspruche 



10 



Verfahren zur Herstellung eines integrierten Halbleiter- 
bauelements mit den Schritten: 

a) ein Halbleitersubstrat mit zumindest einem ersten Be- 
reich und zumindest einem zweiten Bereich wird be- 
reitgestellt ; 

b) im ersten und im zweiten Bereich des Halbleitersub- 
strats werden Gatebahnen hergestellt; 

c) in dem ersten Bereich des Halbleitersubstrats werden 
15 benachbart zu den Gatebahnen Source/Draingebiete so- 

wie an den Gatebahnen mindestens zwei Abstandsstucke 
erzeugt ; 



20 



25 



d) in dem zweiten Bereich des Halbleitersubstrats werden 
benachbart zu den Gatebahnen Source/Draingebiete er- 
zeugt und es werden Kontakte zu vorbestimmten Sour- 
ce/Draingebieten gebildet bevor alle Abstandsstucke 
in dem ersten Bereich des Halbleitersubstrats erzeugt 
worden sind. 



2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 
dafl zur Bildung der Kontakte zu vorbestimmten Sour- 
ce/Draingebieten in dem zweiten Bereich des Halbleiter- 
30 substrats Polysilizium verwendet wird. 

3. Verfahren zur Herstellung eines integrierten Halbleiter- 
bauelements mit den Schritten: 



35 



a) ein Halbleitersubstrat mit zumindest einem ersten Be- 
reich und zumindest einem zweiten Bereich wird be- 
reitgestellt; 
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b) im ersten und ira zweiten Bereich des Halbleitersub- 
strats werden Gatebahnen hergestellt; 

c) in dem ersten Bereich des Halbleitersubstrats werden 
benachbart zu den Gatebahnen Source/Draingebiete so- 
wie an den Gatebahnen mindestens zwei Abstandsstucke 
erzeugt; 

d) in dem zweiten Bereich des Halbleitersubstrats werden 
benachbart zu den Gatebahnen Source/Draingebiete er- 
zeugt und es werden Kontakte zu vorbestimmten Sour- 
ce/Draingebieten vorbereitet bevor alle Abstandsstuk- 
ke in dem ersten Bereich des Halbleitersubstrats er- 
zeugt worden sind. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, 

dadurch gekennzeichnet, 
dafi zur Vorbereitung der Kontakte zu vorbestimmten Sour- 
ce/Draingebieten in dem zweiten Bereich des Halbleiter- 
substrats Landing Pads ausgebildet werden. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi zur Bildung der Landing Pads Polysilizium verwendet 

wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 3, 

dadurch gekennzeichnet, 
dafi zur Vorbereitung der Kontakte zu vorbestimmten Sour- 
ce/Draingebieten in dem zweiten Bereich des Halbleiter- 
substrats Opfer kontakte ausgebildet werden. 



7. Verfahren nach einem der voherstehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Abstandsstucke aus Siliziumoxid, Siliziumnitrid 
Oder Oxynitrid gebildet werden. 
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8. Verfahren nach einem der voherstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die Gatebahnen gebildet werden, indem eine Polysili- 
ziuinschicht und eine Schutzschicht , insbesondere eine 
Siliziumnitrid-, Siliziumoxid- oder Oxynitridschicht , 
erzeugt und diese Schichten gemeinsam zu Gatebahnen 
strukturiert werden. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, 

dadurch gekennzeichnet, 
dafl die Schutzschicht mit einer Dicke erzeugt wird, so 
daii nach der Gatestrukturierung die Schutzschicht eine 
Dicke von kleiner als 100 nm aufweist. 

10. Verfahren nach einem der voherstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft in dem ersten Bereich des Halbleitersubstrats die 
Gatebahnen mit Dotierstof f en unterschiedlicher Leitfa- 
higskeitstypen dotiert werden. 

11. Verfahren nach einem der voherstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daii auf den Gatebahnen in dem ersten Bereich des Halb- 
leitersubstrats Silizidschichten erzeugt werden. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, 

dadurch gekennzeichnet, 

daii als Silizidschichten CoSi 2 , TaSi 2 , TiSi 2 oder WSi x 

verwendet werden. 

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, 
dadurch gekennzeichnet, 

daii die Silizidschichten durch ein Salicide-Verf ahren 
erzeugt werden. 

14 . Halbleiterbauelement, 
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dadurch gekennzeichnet, 

daft das Halbleiterbauelement mit einem Verfahren gemaft 

einem der vorherstehenden Anspriiche herstellbar ist. 
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